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112 Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda Sedra, Cap. 3
05/04 com o capacitor de filtro. p-109-111
122 Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo. Sedra, Cap. 3
08/04 Exercicios (exemplo 3.9). p.112-115
132 Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensao, Sedra, Cap. 3
12/04 exercicios: 3.27, 3.28. p-115-118
142 Conceitos basicos de dispositivos semicondutores: silicio dopado, Aula avulsa +
15/04 mecanismos de condugdo (difusdo e deriva), exercicios. Sedra, Cap. 3
p.117-121
152 Modelos de cargas, junc¢do pn na condig¢do de circuito aberto, Aula avulsa +
26/04 potencial interno da juncdo, jun¢do pn polarizada, exercicios. Sedra, Cap. 3
p.121-126
162 Distribui¢do de portadores minoritarios na jungao pn diretamente Aula avulsa +
29/04 polarizada. Dedugdo elementar da equagdo de corrente na jungdo Sedra, Cap. 3
ph,-exercicios p-127.128
172 Capacitancia de difusdo, largura da regido de deple¢do da jun¢do Sedra, Cap. 3
03/05 pn polarizada, capacitancia de deplecéo, a jun¢do pn na regido de p.124-125e¢
ruptura (efeito zener e efeito avalanche), exercicios. p. 128-129
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152 Aula:
A jungdo pn Diretamente polarizada

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:
-Olhar a Lei de Ohm do lado de dentro do material, explicando os
conceitos de condutividade e mobilidade

-Explicar, através de conceitos e equacgdes, 0 que é corrente de
deriva e o que é corrente de difusao

-Explicar o que € silicio intrinseco e silicio dopado (tipo n e tipo p)
-Calcular a concentracdo de portadores em silicio tipo n e tipo p

-Explicar o que ocorre quando se junta um silicio tipo n e um p,
criando um diodo semicondutor

-Calcular a barreira de potencial interna e a largura da regido de
deplecdo em um diodo semicondutor
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JUNCAO PN atingiu o equilibrio térmico
(Modelo de cargas)

Se nenhuma polarizacio externa for aplicada, as correntes de difusdo e de deriva tendem a
se anular mutuamente, de forma que em equilibrio: 4=/ 4 + 44, = 0 (0u fy = £)
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JUNCAO PN polarizada reversamente
(Modelo de cargas)

Se for aplicada uma polarizag@o negativa do anodo com relag@o ao catodo (polarizagdo reversa),

aumentard o campo elétrico resultante na junco (E, = E + E

portadores majoritdrios por difusdo exponencialmente. Neste caso aumentam-se as componentes de
deriva (minoritdrios) devido ao aumento do campo elétrico na regido de deplecdo, resultando em
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JUNCAO PN polarizada diretamente
(Modelo de cargas)

Se for aplicada uma polarizacGo positiva do anodo com relagdo ao catodo (polarizagiio direta),
diminuird o campo elétrico resultante na juncdo (E, = E,—E_,,), o que facilitard a passagem dos
portadores majoritdrios por difusto exponencialmente. Diminuem-se as componentes de deriva

V>0

(minoritdrios) pela redugdo do campo elétrico, resultando em: 4=/ . + 44, > 0 (0u £, > £)
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Diodo Semicondutor (Jungio PN)
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Foto de um diodo construido na EPUSP




Distribui¢io de Portadores Minoritdrios na Jungiio PN Diretamente Polarizada

Si Tipo P Si Tipo N
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O Diodo Polarizado Diretamente

’ valor de p (x) em x, (um ndmero) ‘

concentration

I A Pus 11y |
| |
p region t=|Depletion =~ ) n region
z s e LK,
| region Pi
|
|
|
| Excess
|
|
|
|

| — Thermal equilibrium
value

=Y

p,(x,), da fisica de semicondutores, é igual a:
V/Vrp

pn(xn) = Pno€ o




O Diodo Polarizado Diretamente

De Calculo: p,,(X) = Popwar + [ Prnviciar — Prrmacle

Pn(X) = Py +[pa(x,)— Poole

L = \/D T .« Tempo de vida (médio) dos portadores
p p°p

Pa(X)?
e é uma queda exponencial
com constante T

e valor inicial = p (x,)
o valor final = p,,

~(x=x,)/T

(x-x,)/L «— comprimento
de difuséo

minoritdrios (no caso lacunas)
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O Diodo Polarizado Diretamente
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O Diodo Polarizado Diretamente

Em x = -x, ~Emx=x,
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J,=q—"nyle Jp = 47 pro(e

n
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1,0, 7 (x)
% o = Jp + 1 (em qualquer ponto)

J = total ¢ Wty

Fora da regido de deplectio o campo
elétrico é praticamente nulo, portanto
tanto J, como J, sdo devidos apenas
a parcela de difusdo

J'p , majori

J, majority
holes 1

electrons

(n-type)

(p-type)

‘" Emx=x, podemos somar o valor J e J,

J,, elect iffusi . .
gL p hole diffusionqye determinamos pois J, calculado em —x,

diffusion
€ 0 mesmo em X, pois na regiao de

deplegto niio “perdemos” cargas a7

O Diodo Polarizado Diretamente

Logo Jyoma = J;”F +JPF

v /vy v

D D
:qL_ppnO(e _1)+qL_:an0(e

p

VIiVe _ 1)

=iq—Lp +qD”n (e
L "™ tin ?

p

D,

L

p

ViVp 1)

D
Logo I;op = A4q Py + qL_;:npo (e

D D
— V/Vr _ 2 p
Logo o =Is(e —1) |Is = Agn (LpND +T NnAJ

Prot.
PSEPUSP 375






